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(57) Abstract: A connection contact layer (4) is disposed between semiconductor bodies (1, 2). In the second semiconductor body
(2), a recess is provided. A connection layer (7) on the top face extends as far as the recess, in which a metallization (10) is present
that conductively connects the connection contact layer (4) to the connection layer (7) in an electrical manner. A polymer (8) or a
further metallization is present in the recess.

(57) Zusammenfassung: Eine Anschlusskontaktschicht (4) ist zwischen Halbleiterkdrpern (1, 2) angeordnet. In dem zweiten
Halbleiterkérper (2) befindet sich eine Aussparung. Eine oberseitige Anschlussschicht (7) reicht bis zu der Aussparung,in der eine
Metallisierung (10) vorhanden ist, die die Anschlusskontaktschicht (4) mit der Anschlussschicht (7) elektrisch leitend verbindet.
In der Aussparung ist ein Polymer (8) oder eine weitere Metallisierung vorhanden.
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Beschreibung

HALBLEITERBAUELEMENT MIT DURCHKONTAKTIERUNG UND VERFAHREN ZU SEINER
HERSTELLUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Durchkontaktierung,
mit der elektrische Leiter auf zwei einander gegeniilberliegen-
den Hauptseiten eines Halbleiterkédrpers elektrisch leitend

miteinander verbunden werden kodnnen.

Durchkontaktierungen durch Halbleiterwafer sind insbesondere
flir dreidimensionale oder kubische Integration von Halb-
leiterschaltungen vorgesehen. Kontaktldcher, so genannte Vi-
as, die den Halbleiterkdrper vertikal vollstandig durch-
dringen, werden mit metallischen Leitern versehen, die mit
Leiterbahnen oder anderen metallischen Anschliissen auf den
einander gegeniiberliegenden Oberseiten des Halbleiterkdrpers
elektrisch leitend verbunden werden. Wenn mehrere Halbleiter-
wafer Ubereinander angeordnet und dauerhaft miteinander ver-
bunden werden, konnen die Durchkontaktierungen fiir elektri-
sche Verbindungen der auf den einzelnen Wafern hergestellten
Bauelemente verwendet werden. Damit kénnen dreidimensional

integrierte elektronische Schaltungen hergestellt werden.

Durchkontaktierungen durch den Halbleiterwafer sind zum Bei-
spiel in US 6 110 825, US 6 352 923, US 2008/0283959 und US
2009/0102021 beschrieben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Halbleiterbau-
element mit Durchkontaktierung und ein zugehdriges Herstel-

lungsverfahren anzugeben.
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Diese Aufgabe wird mit dem Halbleiterbauelement mit Durchkon-
taktierung mit den Merkmalen des Anspruches 1 beziehungsweise
mit dem Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 5 geldst.
Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen abhangigen

Ansprichen.

Bei dem Halbleiterbauelement ist ein erster Halbleiterkdrper
mit einem zweiten Halbleiterkdrper verbunden. Eine derartige
Verbindung zweier Halbleiterkdrper kann mit einem der an sich
bekannten Verfahren des Wafer-Bondings hergestellt sein. Eine
elektrisch leitende, insbesondere metallische Anschluss-
kontaktschicht ist zwischen den Halbleiterkdrpern, insbeson-
dere in einem zwischen den Halbleiterkdrpern vorhandenen Die-
lektrikum, angeordnet. Das Dielektrikum kann zum Beispiel ein
Zwischenmetalldielektrikum fiir Verdrahtungsebenen sein. In
dem zweiten Halbleiterkdrper ist eine Aussparung vorhanden,
die von der Anschlusskontaktschicht bis zu einer gegen-
Uberliegenden, von der Anschlusskontaktschicht abgewandten
Oberseite des zweiten Halbleiterkdrpers reicht, so dass die
Aussparung den zweiten Halbleiterkdrper vollstédndig durch-
dringt. Uber dieser Oberseite ist eine elektrisch leitende,
insbesondere metallische Anschlussschicht vorhanden, die bis
zu der Aussparung reicht. In dieser Anschlussschicht konnen
insbesondere Leiterbahnen strukturiert sein. In der Ausspa-
rung ist eine Metallisierung vorhanden, die die Anschluss-
kontaktschicht mit der Anschlussschicht elektrisch leitend
verbindet. In der Aussparung ist ein Polymer oder eine weite-

re Metallisierung vorhanden.

Bei einem Ausfihrungsbeispiel des Halbleiterbauelementes be-
findet sich in der Aussparung ein Polymer, das elektrisch

leitfahig ist.



10

15

20

25

30

WO 2011/045153 PCT/EP2010/063985

Bei einem weiteren Ausfihrungsbeispiel befindet sich in der
Aussparung als weitere Metallisierung eine Unterbumpmetalli-

sierung (UBM).

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel ist die Aussparung mit
dem Polymer beziehungsweise mit der weiteren Metallisierung

gefullt.

Bei dem Verfahren zur Herstellung einer Durchkontaktierung in
einem Halbleiterbauelement wird ein erster HalbleiterkOrper
mit einer elektrisch leitenden, insbesondere metallischen
Anschlusskontaktschicht versehen und dann mit einem zweiten
Halbleiterkdrper so verbunden, dass die Anschlusskontakt-
schicht auf der dem zweiten Halbleiterkdrper zugewandten Sei-
te des ersten Halbleiterkdrpers angeordnet ist. Der zweite
Halbleiterkorper kann auf der von dem ersten Halbleiterkorper
abgewandten Oberseite zum Beispiel mit Strukturen eines Bau-
elementes oder einer integrierten Schaltung und/oder mit Ver-
drahtungen versehen sein. In dem zweiten Halbleiterkdrper
wird eine Aussparung hergestellt, in der die Anschluss-
kontaktschicht freigelegt wird. Es wird eine Metallisierung
aufgebracht und strukturiert, so dass die Anschlusskontakt-
schicht elektrisch leitend mit der Metallisierung verbunden
ist. Es wird eine elektrisch leitende, insbesondere metalli-
sche Anschlussschicht aufgebracht und strukturiert, so dass
die Anschlussschicht bis zu der Aussparung reicht und elekt-
risch leitend mit der Metallisierung verbunden ist. Auf diese
Weise wird eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der
Anschlusskontaktschicht und der Anschlussschicht hergestellt.
Es wird ein Polymer oder eine weitere Metallisierung in die
Aussparung eingebracht. Es kann hierfiir insbesondere ein
elektrisch leitendes Polymer oder eine Unterbumpmetalli-

sierung als weitere Metallisierung verwendet werden.
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Bei einem Ausfihrungsbeispiel des Verfahrens wird die An-
schlusskontaktschicht in einem Dielektrikum auf dem ersten
Halbleiterkdrper angeordnet. Das Dielektrikum kann zum Bei-
spiel ein Zwischenmetalldielektrikum fiir Verdrahtungsebenen
sein. Vor dem Verbinden des ersten HalbleiterkOrpers mit dem
zwelten HalbleiterkOrper wird eine von dem ersten Halbleiter-
korper abgewandte Oberseite der Anschlusskontaktschicht frei-
gelegt, indem das Dielektrikum von dieser Oberseite der An-

schlusskontaktschicht entfernt wird.

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird
eine elektrisch isolierende Schicht in der Aussparung auf-
gebracht und zu einem Seitenwandspacer riickgedtzt, bevor die
Metallisierung aufgebracht wird. Die elektrisch isolierende
Schicht ist daflir vorgesehen, einen Kurzschluss zwischen dem
Halbleitermaterial des zweiten Halbleiterkdrpers und der

Durchkontaktierung zu verhindern.

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird

die Aussparung mit einer Unterbumpmetallisierung geftllt.

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird
die Aussparung mit einem Polymer, insbesondere mit einem

elektrisch leitenden Polymer, gefiullt.

Bei einem weiteren Ausfiithrungsbeispiel des Verfahrens werden
Anteile des Polymers, die lber die Aussparung ragen, bis zum
Erreichen der Anschlussschicht planarisierend abgetragen, und

es wird eine Passivierungsschicht aufgebracht.

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird
die Passivierungsschicht iber dem Polymer entfernt, das Poly-

mer wird entfernt, und eine weitere Metallisierung wird in
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der Aussparung aufgebracht. Die weitere Metallisierung kann
eine Unterbumpmetallisierung sein. Bei dieser Variante des
Verfahrens dient das Polymer als Opferschicht, mit der eine
ebene Oberseite fiir weitere Verfahrensschritte, insbesondere
das ganzfliachige Aufbringen der Passivierungsschicht, gebil-
det wird. Auch bei dieser Variante des Verfahrens kann die
Aussparung mit der Unterbumpmetallisierung aufgefiillt werden.
Bei grolReren Aussparungen geniigt es jedoch, wenn die Unter-
bumpmetallisierung die Aussparung nicht auffillt, sondern zum
Beispiel nur Seitenwadnde der Aussparung und den Boden ein-

schlieRRlich der Anschlusskontaktschicht bedeckt.

Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens wird
vor dem Einbringen des Polymers beziehungsweise der weiteren
Metallisierung ein elektrisch leitfdahiger Liner in der Aus-
sparung aufgebracht. Der Liner kann insbesondere im Fall ei-
ner Metallisierung aus Wolfram eine Schicht aus TiN umfassen,
zum Beispiel Ti/TiN, und im Fall einer Metallisierung aus
Kupfer eine Schicht aus TaN umfassen, zum Beispiel Ta/TaN,

und kann zum Beispiel durch Sputtering aufgebracht werden.

Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen der Durch-
kontaktierung und des Herstellungsverfahrens anhand der bei-

gefiigten Figuren.

Die Figur 1 zeigt einen Querschnitt zweier miteinander zu

verbindender Halbleiterkdrper.

Die Figur 2 zeigt die verbundenen Halbleiterkérper im Quer-
schnitt nach dem Herstellen einer Aussparung und dem Aufbrin-

gen einer elektrisch isolierenden Schicht.
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Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 2 nach
dem Rickatzen der elektrisch isolierenden Schicht zu einem

Seitenwandspacer und dem Aufbringen einer Metallisierung.

Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 3 nach
dem Aufbringen und Strukturieren einer metallischen An-

schlussschicht und dem Einbringen eines Polymers.

Die Figur 5 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 4 nach
dem planarisierenden Abtragen des Polymers und dem Aufbringen

einer Passivierungsschicht.

Die Figur 6 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 5 fir ein
Ausfihrungsbeispiel mit einem anderen Aspektverhdltnis der

Aussparung.

Die Figur 7 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 5 fir ein

Ausfihrungsbeispiel mit einer Unterbumpmetallisierung.

Die Figur 8 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 7 fir ein
Ausfihrungsbeispiel mit einem anderen Aspektverhdltnis der
Aussparung, bei dem die Aussparung vollstdndig mit einer Un-

terbumpmetallisierung gefillt ist.

Die Figur 1 zeigt im Querschnitt einen ersten Halbleiter-
korper 1 und einen zweiten Halbleiterkdrper 2, die in der
dargestellten Anordnung, zum Beispiel mittels Wafer-Bonding,
miteinander verbunden werden. Auf dem ersten HalbleiterkoOrper
1 befindet sich ein Dielektrikum 3, das zum Beispiel ein Zwi-
schenmetalldielektrikum von Verdrahtungsebenen einer in dem
ersten Halbleiterkdrper 1 integrierten Schaltung sein kann.
Das Dielektrikum 3 kann ein Oxid des Halbleitermaterials

sein, zum Beispiel Siliziumdioxid. Auf der von dem ersten
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Halbleiterkorper 1 abgewandten Oberseite 6 des zweiten Halb-
leiterkérpers 2 kann in entsprechender Weise ein Dielektrikum
16, zum Beispiel als Zwischenmetalldielektrikum von Verdrah-
tungsebenen oder mit anderen Strukturen, vorhanden sein. Die
Halbleiterkdrper 1, 2 kdnnen iUber das Dielektrikum 3 mitein-
ander verbunden werden. Statt eines Zwischenmetalldielektri-
kums kann eine gesonderte Verbindungsschicht, zum Beispiel
aus einem Oxid des Halbleitermateriales, zur Herstellung der
Verbindung vorgesehen werden. Vor dem Verbinden der Halblei-
terkdrper 1, 2 kann die Oberseite des Dielektrikums 3 bezie-
hungsweise der Verbindungsschicht eingeebnet und gegléattet
werden, was zum Beispiel mittels CMP (chemical mechanical

polishing) geschehen kann.

In dem Dielektrikum 3 ist eine Anschlusskontaktschicht 4 an-
geordnet, die zur Ausbildung der Durchkontaktierung vor-
gesehen ist. Die Anschlusskontaktschicht 4 wird zum Beispiel
durch eine Metallschicht gebildet und kann insbesondere ein
strukturierter Anteil einer Metallisierungsebene einer Ver-
drahtung sein. Bei einem Ausfihrungsbeispiel des Verfahrens
wird vor dem Verbinden der Halbleiterkdrper 1, 2 die von dem
Halbleiterkorper 1 abgewandte Oberseite 14 der Anschlusskon-
taktschicht 4 freigelegt, indem das Dielektrikum 3 dort ent-
fernt wird. Das Dielektrikum 16 des zweiten Halbleiterkorpers
2 kann ebenfalls bereits vor dem Verbinden der Halbleiterkdr-
per 1, 2 mit einer Offnung 15 versehen werden, in der die
Oberseite 6 des zweiten Halbleiterkdrpers 2 freigelegt ist.
Die Offnung 15 kann statt dessen nach dem Verbinden der Halb-

leiterkérper 1, 2 hergestellt werden.

Wenn die Halbleiterkdrper 1, 2 miteinander verbunden sind,
wird von der Oberseite 6 her im Bereich der Offnung 15 des

Dielektrikums 16 eine Aussparung 5 in dem zweiten Halb-
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leiterkérper 2 hergestellt, was mit einem an sich bekannten
Atzverfahren, insbesondere mittels DRIE (deep reactive ion
etching) geschehen kann. Die Aussparung 5 wird so herge-
stellt, dass sie den zweiten Halbleiterkdrper 2 vollstandig
durchdringt und somit die gesamte Dicke des zweiten Halblei-

terkdrpers 2 umfasst.

Die Figur 2 zeigt einen Querschnitt der miteinander verbun-
denen Halbleiterkorper 1, 2, nachdem die Aussparung 5 her-
gestellt worden ist und eine elektrisch isolierende Schicht
11, zum Beispiel aus einem Oxid des Halbleitermateriales,
konform aufgebracht worden ist. Die elektrisch isolierende
Schicht 11 wird anschlieBend anisotrop zu einem Spacer rick-
gedtzt, mit dem die Seitenwand der Aussparung 5 bedeckt
bleibt. Wenn das Dielektrikum 3 bereits vor dem Verbinden der
Halbleiterkorper 1, 2 von der QOberseite 14 der Anschluss-
kontaktschicht 4 entfernt worden war und jetzt folglich nur
die elektrisch isolierende Schicht 11 auf der Oberseite 14
der Anschlusskontaktschicht 4 vorhanden ist, braucht nur die
relativ diinne elektrisch isolierende Schicht 11 vom Boden der
Aussparung 5 entfernt zu werden, um die Oberseite 14 der An-
schlusskontaktschicht 4 wieder freizulegen. Ein CMP-Schritt
kann zuvor durchgefiihrt werden, um das Verhaltnis der
Schichtdicken der elektrisch isolierenden Schicht 11 auf der
Oberseite und am Boden der Aussparung im Hinblick auf die
unterschiedlichen Atzraten an diesen Stellen geeignet anzu-
passen. Damit wird sichergestellt, dass nach dem Atzen des
Seitenwandspacers und dem Freilegen der Oberseite der An-
schlusskontaktschicht 4 das Halbleitermaterial des zweiten
Halbleiterkorpers 2 von dem oberseitigen Dielektrikum 16 und
dem Seitenwandspacer bedeckt und elektrisch isoliert wird und
gegebenenfalls elektrische Anschlussstellen auf oder {iber der

Oberseite des zweiten Halbleiterkdrpers 2 freigelegt sind.
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Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 2 nach
dem Atzen des Seitenwandspacers 12 und dem Aufbringen einer
Metallisierung 10, die zum Beispiel Wolfram oder Kupfer sein
kann. Das Material der elektrisch isolierenden Schicht 11 ist
in diesem Ausfihrungsbeispiel von der Oberseite und von dem
Boden der Aussparung 5 vollstandig entfernt worden. Die Me-
tallisierung 10 kontaktiert die Anschlusskontaktschicht 4.
Vor dem Aufbringen der Metallisierung 10 kann ein dinner
elektrisch leitfahiger Liner ganzflachig aufgebracht werden,
auf dem die Metallisierung 10 aufgebracht wird. Der Liner
kann zum Beigspiel Ti umfassen, insbesondere, wenn die Metal-
lisierung 10 Wolfram ist. Bei einer Durchkontaktierung klei-
neren Durchmessers kann der Liner zum Beispiel eine dinne
TiN-Schicht sein, die zum Beispiel mittels MOCVD (metal-
organic chemical wvapour deposition) aufgebracht werden kann.
Bei einer Durchkontaktierung grdleren Durchmessers ist insbe-
sondere eine Kombination aus Ti und TiN als Liner geeignet
und kann zum Beispiel durch Sputtering hergestellt werden.
Die Metallisierung 10 kann statt dessen zum Beispiel Kupfer
sein, das insbesondere mit einem Plating-Prozess aufgebracht
werden kann. Fir eine Metallisierung 10 aus Kupfer wird ein
Liner bevorzugt, der Ta umfasst, zum Beispiel eine Kombinati-

on aus Ta und TaN.

Die Figur 4 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 3 nach
dem oberseitigen Riickdatzen der Metallisierung 10 und dem Auf-
bringen und Strukturieren einer elektrisch leitenden An-
schlussschicht 7, zum Beispiel einer Anschlussschicht 7 aus
Aluminium. Die Anschlussschicht 7 wird so strukturiert, dass
sie einen Anteil 17 aufweist, der bis auf die Seitenwand der
Aussparung 5 reicht und dort die Metallisierung 10 kontak-
tiert. Auf diese Weise ist eine elektrisch leitende Verbin-

dung von der Anschlusskontaktschicht 4 zu der oberseitigen
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Anschlussschicht 7 hergestellt. Die Metallisierung 10 bildet
somit die vertikale elektrisch leitende Verbindung zwischen

den beiden Hauptseiten des zweiten HalbleiterkdOrpers 2.

Die Aussparung 5 wird bei diesem Ausfihrungsbeispiel mit ei-
nem Polymer 8 aufgefiillt, das insbesondere elektrisch leitfa-
hig sein kann. Ein Anteil 18 des Polymers 8, der die Ausspa-
rung 5 lberragt, wird dann gegebenenfalls abgetragen, was zum
Beispiel mit einem Trockenatzverfahren nach Art einer Vera-
schung durchgefiihrt werden kann. Auf diese Weise wird auf der
Hohe der Anschlussschicht 7 eine im Wesentlichen ebene Ober-

seite hergestellt.

Die Figur 5 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 4 nach
dem Einebnen der Oberseite und dem ganzfldchigen Aufbringen
einer Passivierungsschicht 13. Die Passivierungsschicht 13
kann besonders gut aufgebracht werden, wenn die Oberseite mit
dem Polymer 8 eingeebnet ist. Eine ebene Oberseite ist auch
vorteilhaft fir weitere Verfahrensschritte, die im Rahmen des
gesamten Herstellungsprozesses durchgefihrt werden und Foto-
lithographieschritte und die Herstellung von Lotkugeln, Bumps
oder Underfill umfassen kdénnen. Die Verwendung eines elekt-
risch leitfadhigen Polymers 8 ist vorteilhaft, um den elektri-

schen Widerstand der Durchkontaktierung zu verringern.

Die Figur 6 zeigt einen Querschnitt gemal der Figur 5 fir

eine Durchkontaktierung mit einem im Vergleich zu dem Aus-
fihrungsbeispiel der Figur 5 anderen Aspektverhdltnis. Bei
dem Ausfiithrungsbeispiel der Figur 6 ist die laterale Abmes-

sung der Durchkontaktierung — das ist im Fall einer zylindri-

schen Durchkontaktierung deren Durchmesser — kleiner als bei
dem Ausfiihrungsbeispiel der Figur 5, so dass die Durchkontak-

tierung eine im Verhdltnis zu ihrer seitlichen Abmessung gro-



10

15

20

25

30

WO 2011/045153 PCT/EP2010/063985

Bere Tiefe aufweist. Die unterschiedlichen Aspektverhdltnisse
der Durchkontaktierungen erhdlt man mit einer geeigneten An-
passung des Atzverfahrens, mit dem die Aussparung 5 ausgedtzt

wird.

Die Figur 7 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel, bei dem
statt des Polymers 8 eine weitere Metallisierung 9, insbeson-
dere eine Unterbumpmetallisierung (UBM) in der Aussparung 5

auf der Metallisierung 10 aufgebracht ist.

Die Figur 8 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel in einem
Querschnitt gemal der Figur 7, bei dem die Durchkontaktierung
ein anderes Aspektverhadltnis aufweist und die Aussparung b5
vollstandig mit der weiteren Metallisierung 9 gefiillt ist.
Die Ausfihrungsbeispiele der Figuren 7 und 8 konnen zum Bei-
spiel hergestellt werden, indem zundchst ein Polymer 8 in die
Aussparung 5 eingebracht und oberseitig eingeebnet wird. Das
Polymer 8 dient bei dieser Variante des Verfahrens als Opfer-
schicht, mit deren Hilfe eine ebene Oberseite fiir die nach-
folgenden Prozessschritte gebildet wird. Nach dem Aufbringen
der Planarisierungsschicht 13 wird mittels einer geeigneten
Maske eine Offnung in der Planarisierungsschicht 13 iiber dem
Polymer 8 hergestellt. Das Polymer 8 wird dann entfernt, so
dass die Metallisierung 10 in der Aussparung 5 freigelegt
ist. Dann wird die weitere Metallisierung 9 auf die Metalli-

sierung 10 aufgebracht.

Bei dem Herstellungsverfahren ist es von Vorteil, wenn die
Anschlusskontaktschicht 4 oberseitig freigelegt wird, bevor
die Halbleiterkorper 1, 2 miteinander verbunden werden. Bei
der spateren Spaceratzung braucht dann nur die im Vergleich
zu dem Dielektrikum 3 dinne elektrisch isolierende Schicht 11

vom Boden der Aussparung entfernt zu werden, so dass sicher-
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gestellt ist, dass an den oberen Radndern der Aussparung geni-
gend elektrisch isolierendes Material stehen bleibt, um dort

eventuell auftretende Kurzschlisse sicher zu vermeiden.

Das Auffillen der Aussparung der Durchkontaktierung hat den
Vorteil, dass eine ebene Oberseite ausgebildet wird, die
nachfolgende Prozessschritte, insbesondere das Aufbringen
einer Passivierung, beglnstigt. Wenn fiir das Auffillen der
Aussparung elektrisch leitfdhiges Material verwendet wird,
reduziert das flullende Material zusadtzlich den elektrischen
Widerstand der Durchkontaktierung. Die Verwendung einer Un-
terbumpmetallisierung hat den Vorteil, dass diese Ausgestal-
tung insbesondere fir die Verwendung von Lotkugeln fir den

externen elektrischen Anschluss geeignet ist.
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Patentanspriiche

1. Halbleiterbauelement mit Durchkontaktierung, bei dem

- ein erster Halbleiterkdrper (1) mit einem zweiten Halb-

leiterkérper (2) verbunden ist,

- eine elektrisch leitende Anschlusskontaktschicht (4) zwi-
schen den Halbleiterkdrpern angeordnet ist,

— in dem zweiten Halbleiterkdérper eine Aussparung (5) vor-
handen ist, die wvon der Anschlusskontaktschicht bis zu
einer von der Anschlusskontaktschicht abgewandten Ober-

seite (6) des zweiten HalbleiterkOrpers reicht,

- Uber der Oberseite (6) eine elektrisch leitende An-
schlussschicht (7) bis zu der Aussparung reichend vorhan-
den 1ist,

— in der Aussparung auf einem elektrisch leitfdhigen Liner,
der Ti oder Ta umfasst, eine Metallisierung (10) aus
Wolfram oder Kupfer vorhanden ist, die die Anschlusskon-
taktschicht mit der Anschlussschicht elektrisch leitend

verbindet, und

- in der Aussparung (5) ein Polymer (8) oder eine weitere

Metallisierung (9) wvorhanden ist.

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1, bei dem
das Polymer (8) oder die weitere Metallisierung (9) die

Aussparung (5) ausfiullt.

3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem

das Polymer (8) ein elektrisch leitfdhiges Polymer ist.

4. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 oder 2, bei dem
die weitere Metallisierung (9) eine Unterbump-

metallisierung ist.
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Verfahren zur Herstellung einer Durchkontaktierung in
einem Halbleiterbauelement, beili dem

ein erster Halbleiterkorper (1) mit einer elektrisch lei-
tenden Anschlusskontaktschicht (4) versehen und mit einem
zweiten Halbleiterkdrper (2) verbunden wird, so dass die
Anschlusskontaktschicht auf einer dem zweiten Halbleiter-
kérper zugewandten Seite des ersten HalbleiterkOrpers an-
geordnet ist,

in dem zweiten Halbleiterkoérper eine Aussparung (5) her-
gestellt wird, in der die Anschlusskontaktschicht freige-
legt wird,

ein elektrisch leitfadhiger Liner, der Ti oder Ta umfasst,
aufgebracht wird und darauf eine Metallisierung (10) aus
Wolfram oder Kupfer aufgebracht und strukturiert wird, so
dass die Anschlusskontaktschicht elektrisch leitend mit

der Metallisierung verbunden wird,

eine elektrisch leitende Anschlussschicht (7) aufgebracht
und strukturiert wird, so dass die Anschlussschicht
elektrisch leitend mit der Metallisierung verbunden wird,

und

ein Polymer (8) oder eine weitere Metallisierung (9) in

die Aussparung eingebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 5, bei dem

die Anschlusskontaktschicht (4) in einem Dielektrikum (3)
auf dem ersten Halbleiterkdrper (1) angeordnet wird, und
vor dem Verbinden des ersten Halbleiterkdrpers mit dem
zwelten HalbleiterkOrper (2) eine von dem ersten Halb-
leiterkérper abgewandte Oberseite (14) der Anschluss-

kontaktschicht freigelegt wird.

Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, bei dem

eine elektrisch isolierende Schicht (11) in der Ausspa-



10

15

20

25

30

WO 2011/045153 PCT/EP2010/063985

10.

11.

12.

13.

rung (5) aufgebracht und zu einem Seitenwandspacer (12)
rickgedtzt wird, bevor die Metallisierung (10) aufge-

bracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 7, bei dem
die Aussparung (5) mit einem elektrisch leitenden Polymer

(8) gefullt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8, bei dem
die Aussparung (5) mit einer Unterbumpmetallisierung als

weiterer Metallisierung (9) versehen wird.

Verfahren nach Anspruch 9, bei dem
die Aussparung (5) mit der Unterbumpmetallisierung ge-

fullt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 5 bis 8, bei dem

die Aussparung (5) mit dem Polymer (8) gefiillt wird,

ein Anteil (18) des Polymers (8), der iber die Aussparung
ragt, bis zum Erreichen der Anschlussschicht (7) planari-
sierend abgetragen wird und

eine Passivierungsschicht (13) aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 11, bei dem

die Passivierungsschicht (15) {iber dem Polymer (8) ent-
fernt wird,

das Polymer entfernt wird und

eine weitere Metallisierung (9) in der Aussparung (5)

aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 12, bei dem
eine Unterbumpmetallisierung als die weitere Metallisie-

rung (9) in der Aussparung (5) aufgebracht wird.
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14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei dem
die Aussparung (5) mit der weiteren Metallisierung (9)

gefillt wird.
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